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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbleiterbauelement als Uberspannungsschutz 

® Es wird ein Halbleiterbauelement vorgestellt, das zum 
Uberspannungsschutz konstruiert wurde. Die Strukturen 
sind so gewahlt, daB Kippspannungen in einem groISen 
Spannungsbereich auf der Basis eines weitgehend ein- 
heitlichen Substratmate rials als Ausgangsmaterial und 
einer einheitlichen Technologie realisiert werden konnen. 
Die Aufgabe wird mittels eines Haibleiterbauelementes 
mit einer vertikalen Vierschichtstruktur gelost und ist da- 
durch gekennzeichnet, dafi ein zweites Gebiet einer zwei- 
ten Leitfahigkeit (11) eingebracht wird, das mit dem er- 
sten Gebiet der zweiten Leitfahigkeit (2) und dem Sub- 
stratmaterial (1) einen lateralen Bipolartransistor bildet, 
der lateraie Abstand zwischen diesen beiden Gebieten 
der zweiten Leitfahigkeit (2, 11) so gewahlt ist, daft der 
Durchbruch des lateralen Bipolartransistors bei Spannun- 
■ gen stattfindet, die kleiner als die Du rchbruchs- oder Null- 
0 kippspannung der vertikalen Vierschichtstruktur ist und 
das Potential am zweiten Gebiet der zweiten Leitfahigkeit 
(11) durch ein angelegtes Potential an einem Gebiet der 
zweiten Leitfahigkeit (3) bestimmt ist 




Anode (8) 
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Beschreibung 

Die Erfindung bcschrcibl ein Vicrschicht-Halblcitcrbau- 
element, das als Oberspannungsschutz eingesetzt werden 
kann und stellt Varianten zu dessen Bildung nach den Merk- 
malen des OberbegrirTes des Anspruches 1 dar. 

Halbleiterbauelemente zum Schutz vor Uberspannungen 
nach dein Stand dcr Tcchnik werden ubcrwicgend als Vier- 
schichtstrukturen ausgcbildct. Dicse besitzen cine definiert 
eingestellte Kippspannung bei der die Vierschichtstruktur 
ziindet und damit vom sperrenden in den leitenden Zu stand 
ubergeht, wie das nachzulesen ist bei P. D. Taylor; "Thyri- 
stor Design and Realization"; John Wiley & Sons Ltd., UK 
1987, bei F. E. Gentry, R. I, Scace, J. K. Flowers; "Bidirec- 
tional triode P-N-P-N switches", Proc. IEEE, Vol. 53, S. 
355-369, 1965 oder bei S. M. Sze; "Physics of semiconduc- 
tor devices", John Wiley & Sons, UK 1981. 

Derartige Bauelemente werden haufig auf der Basis kon- 
ventioneller Thyristorprozcssc hcrgcstcllL, wie das neben 
anderen in den folgenden VorverofTentlichungen 
DE 30 00 804 Al, DE 30 17 584 Al oder DE 31 09 892 Al 
beschrieben ist. Interessant ist auch eine Veroffentlichung 
DE 30 09 192 Al, in der eine Photozelle zur Uberlastuber- 
wachung in das Leistungshalblcitcrbauclcmcnt cingebracht 
worden ist. Im Untcrschied zum ublichcn Thyristor wird jc- 
doch die Steuerelektrode bei den erfindungsgemafien Halb- 
leiterbauelementen nicht ausgefuhrt bzw. beschaltet 

Nach dem Stand der Technik erfolgt die Einstellung der 
Kippspannung fur diese Strukturen iiber die Waferdotierung 
oder die Waferdicke. Damit ist es crforderlich, fiir jede 
Spannungsklasse ein unterschiedliches Grundmaterial ein- 
zusetzen. Bei der Einstellung der Kippspannung iiber die 
Wahl der Scheibendicke gibt es dariiber hinaus Grenzen, da 
aus fertigungstechnischen Griinden die Waferdicke nicht be- 
licbig verringert werden kann. 

Die Erlauterungen des Erfindungsgedankens erfolgen auf 
der Grundlage der Fig. 1 bis 7: 

Fig. 1 zeigt den Stand der Technik in Form einer Struktur, 
die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig ist. 

Fig. 2 zeigt analog zu Fig. 1 cine Struktur nach dem Stand 
der Technik, die bidirektional sperr- und leitfahig ist. 

Fig. 3 skizziert das Grundprinzip der erfinderischen L6- 
sung. 

Fig. 4 stellt die erfinderischen Losung mit einem dem 
Stand der Technik entsprechenden RandabschluB dar. 

Fig. 5 zeigt eine konkrete Ausfuhrungsvariante von Fig. 
3, die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig 
ist. 

Fig. 6 zeigt eine weitere Ausfuhrungsvariante von Fig. 3, 
die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig ist 
und eine deutlich verbesserte Ruckwartssperrfahigkeit auf- 
weisL 

Fig. 7 zeigt eine Weiterentwicklung von Fig. 6, die in bei- 
den Richtungen leit- und sperrfahig ist. 

Fig. 1 zeigt den Stand der Technik in Form einer Struktur, 
die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig isL 
Sie besteht aus einem n-dotierten Substratmaterial, das die 
Basiszone (1) bildet. In die Basiszone (1) werden ein p-do- 
tiertes Gebiet von der Oberseite (2) und ein p-dotiertes Ge- 
biet von der Unterseite (3) eingebracht. Im oberen p-dotier- 
ten Gebiet (2) sind wiedcrum n-doticrtc Gebiete (4) enthal- 
tcn. 

Das p-Gebiet auf der Oberseite (2) bildet die Basis, die 
darin eingeschlossenen n-Gebiete (4) bilden den Emitter des 
internen npn-Transistors (Zonen 1, 2, 4). Auf der Oberseite 
befindet sich eine Metallisierungsschicht (5), die eine elek- 
trische Verbindung dcr n-Emitter-Gebietc (4) mit den p-Ba- 
sis-Gebieten (2) bewirkt, was die Kathode (6) des Halblei- 
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terbaueiementes darstellt. 

Die damit ausgebildeten sogenannten Kathodenkurz- 
schliissc (cngl. cmiltershorts) werden schr oft in dcr Thyri- 
stortechnik eingesetzt, da sie eine deutliche Verringerung 
5 der Verstarkungswirkung des internen npn-Transistors be- 
wirken und somit wird die Abhangigkeit der Nullkippspan- 
nung von derGeschwindigkeit der Spannungsanderung iiber 
dem Bauclcment crhcblich abgeschwacht. Auf dcr Unter- 
seite ist cine weitere Metallisierungsschicht (7) aufgebracht, 
1 o die den AnodenanschluB (8) des Halbleiterbauelementes bil- 
det. Weiterhin enthalt die in Fig. 1 beispielhaft gewahlte 
Struktur einen RandabschluB (9), der hier schematisch als 
Schrage ausgefuhrt ist und einen Durchbruch im Bereich 
des Chiprandes verhindert. 
15 Ein Ziinden der Struktur in Fig. 1 kann nur erreicht wer- 
den, wenn sich unterhalb der n-Emitter-Gebiete (4) durch 
FlieBen eines Stromes ein Spannungsabfall groBer der RuB- 
spannung der Basis-Emitter-Diode des internen npn-TVansi- 
stors bildet (1, 2, 4). Dieser Strom kann durch Avalanchege- 
20 neration oder durch einen Punch-Through erzeugt werden. 
Im Fall der Avalanchegeneration wird der Obergang von der 
n-Basiszone (1) zu dem p-Gebiet (2) durch die Wahl der Do- 
tierungen so gestaltet, daB dessen Avalanchedurchbruch bei 
dcr gewiinschtcn Kippspannung einsctzt. 
25 Fiir einen Punch-lTirough wird die Wcite und die Dotic- 
rung der n-Basiszone (1) so gewahlt, daB die Raumladungs- 
zone des Obergangs von der n-Basiszone (1) zu dem p-Ge- 
biet (2) bei der gewunschten Kippspannung gerade das p- 
Gebiet auf der Unterseite (3) erreicht. 
30 In bciden Fallen steigt bei nur geringer "Oberschreitung 
der Kippspannung der Strom durch das Bauelement erheb- 
lich an und fuhrt zum bereits beschriebenen Aufsteuern des 
intemen npn-TVansistors (1, 2, 4) mit anschlieBendem Ziin- 
den der Vierschichtstruktur (4, 2, 1, 3). Die Struktur in Fig. 1 
35 ist bidirektional sperrfahig. Der Zundvorgang kann jedoch 
nur bei positiver Spannung an der Anode erfolgen. 

Fig. 2 zeigt eine erweiterte Variante nach dem Stand der 
Technik, die in gleicher Weise bidirektional leitfahig ist. Das 
wird durch Einfugen von n-Emitter-Gebieten (10) in das p- 
40 Gebiet auf dcr Unterseite (3) und einer Verbindung beider 
Gebiete mit einer Metallisierungsschicht (5) analog der 
Oberseite erreicht. Der tibrige Aufbau mit analoger Be- 
schriftung entspricht der Struktur nach Abb. 1. Bei positiver 
Spannung an der Anode vollzieht sich das Ziinden sowohl 
45 hinsichtlich des Klemmverhaltens als auch hinsichtlich der 
innerelektronischen Vorgange in identischer Weise, wie das 
bereits zu Fig. 1 beschrieben wurde. 

Liegt dagegen an der Anode eine negative Spannung an, 
ist das Klemmverhalten ebenfalls gleich, der Zundvorgang 
wird jedoch durch die unteren Teilstrukturen bewirkt Bei 
einer "Avalanche-Dimensionierung" bricht der Obergang 
von der n-Basiszone (1) zu dem p-Gebiet (3) durch, was 
durch den einsetzenden StromfluB endang der Emitterge- 
biete (10) im unteren p-Gebiet (3) zum Aufsteuern des riick- 
seitigen npn-Transistors (10, 3, 1) und dadurch bedingtem 
nachfolgenden Ziinden der Vierschichtstruktur (10, 3, 1, 2) 
fuhrt 

Im Fall einer "Punch- Through- Dimensionierung" er- 
reicht die Raumladungszone des Obergangs von der n-Ba- 
siszone (1) zu dem p-Gebiet (3) bei der gewiinschten Kipp- 
spannung gerade das p-Gebiet auf der Oberseite (2), was 
wiedcrum zum Aufsteuern des riickseitigen npn-TVansistors 
(10, 3, 1) und damit zum Ziinden der Vierschichtstruktur 
(10, 3, 1, 2) fuhrt 

Ein groBer Nachteil der Strukturen nach dem Stand der 
Technik, wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, besteht darin, 
daB fur Halbleiterbauelemente mit verschiedenen Kippspan- 
nungen jeweils ein anderes Substratmaterial als Ausgangs- 
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material fur deren Herstellung eingesetzt werden muB. 

Die Aufgabe dieser Erfindung besteht darin, Halbleiter- 
bauclcrncntc zum ObcrspannungsschuLz so zu gcstaltcn, daS 
unabhangig von der Kippspannung der Struktur in einem 
groBen Spannungsbereich nur noch ein Substratmaterial als 
Ausgangsmaterial fiir deren Herstellung bendtigt wird. 

Diese Aufgabe wird durch die MaBnahmen des kenn- 
zcichnenden Tcilcs des Anspruchs 1 gcldst, vortcilhafle 
Aus runnings variantcn sind in den nachgcordnctcn Ansprii- 
chen gekennzeichnet. 

Fig. 3 skizziert das Grundprinzip der erfinderischen L6- 
sung unter Zugrundelegen von n-leitendem Substratmaterial 
und einer Avalanche-Dimensionierung. Der grundlegende 
vertikale Aufbau der Vierschichtstruktur entspricht dem 
Stand der Technik nach Fig. 1, er besteht aus einer Basis- 
zone (1), einem p-Gebiet an der Oberseite (2) und einem p- 
Gebiet an der Unterseite (3). Im oberen p-Gebiet (2) sind 
wiederum n-Gebiete (4) enthalten. 

Das p-Gebict auf der Oberseite (2) bildct die Basis, die 
darin eingeschlossenen n-Gebiete (4) den Emitter des inter- 
nen npn-Transistors (1, 2, 4). Auf der Oberseite befindet sich 
eine Metallisierungsschicht (5), die eine elektrische Verbin- 
dung zwischen den n-Emitter-Gebieten (4) und den p-Basis- 
Gcbietcn (2) bewirkt, was die Kathode (6) darstcllt. Auf der 
Unterseite befindet sich eine wciterc Metallisierungsschicht 
(7), die den AnodenanschluB (8) des Bauelements bildet, 

Der erfinderische Gedanke besteht nun darin, zusatzlich 
zu den bekannten Strukturen einen lateralen Bipolartransi- 
stor durch Einfiigen eines zweiten p-Gebietes an der Ober- 
seite (11) auszubildcn, dessen Punch-Through-Durchbruch 
bei Spannungen kleiner der Durchbruchsspannung oder 
Nullkippspannung der vertikalen Vierschichtstruktur er- 
folgt. 

Das wird erreicht, indem der Abstand des Koilektor- und 
EmiUer-Gebietcs des Transistors (A in Fig. 3) kleiner als die 
Ausdehnung der Raumladungszone der vertikalen Vier- 
schichtstruktur, die sich bei deren maximalem Sperrvermo- 
gen ausbilden wiirde (B in Fig. 3), gewahlt wird. Weiterhin 
wird an das zweite p-Gebiet (11) das Anodenpotential (12) 
gelegt. Bei Einsetzcn des Punch-TTirough-Durchbruchs 
wachst der Strom durch den lateralen Bipolartransistor (11, 

1, 2) stark an und flieBt iiber das p-Gebiet auf der Oberseite 
zur Kathode ab. 

Analog zu Fig. 1 steuert der interne npn-Transistor (4, 2, 
1) auf, wenn der laterale Spannungsabfall unter dessen 
Emitter (4) groBcr als die FluBspannung der Basis-Emitter- 
Diode (2, 4) ist, was zum Zunden der Vierschichtstruktur (4, 

2, 1,3) fuhrt. Die Kippspannung der Gesamtstruktur kann 
somit von sehr kleinen Spannungen bis zur Durchbruch- 
spannung oder Nullkippspannung der vertikalen Vier- 
schichtstruktur iiber die Wahl des Abstandes A (in Fig. 3) 
frei gewahlt werden. 

Ganz allgemein kann die Durchbruch- oder Nullkipp- 
spannung der vertikalen Vierschichtstruktur an erfinderi- 
schen Halbleiterbauelementen mit den Mitteln des Standes 
der Technik gesteigert werden, indem durch geeignete 
Randabschlusse das Sperrvermogen des Uberganges von 
der n-Basiszone (1) zu dem p-Gebiet (2) erhoht wird. Hierzu 
konnen nahezu alle bekannten Randabschlusse eingesetzt 
werden, wie beispielhaft Feldplatten- und Feldring- Rand- 
strukturcn, GrabensLrukturen und VLD-Strukturcn (Varia- 
tion of Lateral Doping). 

Fig. 4 stellt die erfinderischen Losung mit einem dem 
Stand der Technik entsprechenden RandabschluB dar. Bei- 
spielhaft ist eine Feldring-Struktur (17) zur Erhohung der 
Durchbruchsspannung zwischen den p-Gebieten (2) und 
(11) eingefugt. 

Das in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Prinzip kann in glei- 



cher Weise angewendet werden, wenn keine leitende Ver- 
bindung (5) zwischen den n-Emitter-Gebieten (4) und den p- 
Basis-Gcbietcn (2) ausgcfiihrl wird. Dann bildet der Punch- 
Through-Strom direkt den Basisstrom des internen npn- 
5 Transistors (1, 2, 4). Auch muB nicht zwingend das Anoden- 
potential direkt an das zweite p-Gebiet (11) gelegt werden. 
Es genugt, wenn das Potential am zweiten p-Gebiet sich li- 
near oder auch nichtlinear mit dem Anodenpotential andcrt. 

In gleicher Weise kann cine Punch-Through-Dimensio- 
10 nierung der vertikalen Vierschichtstruktur erfolgen. Dann 
entspricht die maximale Ausdehnung der Raumladungszone 
der Dicke der Basiszone (1). 

Fig. 5 zeigt eine konkrete Ausfuhrungsvariante von Fig. 

3, die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig 
15 isL Sie besteht aus einer Basiszone (1), einem p-Gebiet an 

der Oberseite (2) und einem p-Gebiet an der Unterseite (3). 
Im oberen p-Gebiet (2) sind wiederum n-Gebiete (4) enthal- 
ten. Auf der Unterseite befindet sich eine Metallisierungs- 
schicht (7), die den AnodenanschluB (8) des Bauelements 

20 bildet. Auf der Oberseite befindet sich eine weitere Metalli- 
sierungsschicht (5), die eine elektrische Verbindung zwi- 
schen den n-Emitter-Gebieten (4) und den p-Basis-Gebieten 
(2) bewirkt und die Kathode (6) bildet, 

Auf der Kalhodenscitc befindet sich ein zweites p-Gebict 

25 (11), das mit der Basiszone (1) und dem p-Gebiet (2) auf der 
Oberseite einen lateralen Bipolartransistor bildet. Durch 
Einfiigen eines n-Gebietes (13) mit einer hoheren Dotierung 
als die der Basiszone (1) und einer leitenden Verbindung 
(14) zwischen diesem n-Gebiet (13) und dem zweiten p-Ge- 

30 bict (11) liegt iiber den lateralen Bipolartransistor (11, 1, 2) 
eine Spannung, die sich mit der Anodenspannung andert. 

Die Differenz zwischen dem Potential am zweiten p-Ge- 
biet (11) und dem Anodenpotential ist gering und resultiert 
aus der FluBspannung des Obergangs von der n-Basiszone 

35 (1) zu dem p-Gebiet (3) und einem Spannungsabfall iiber 
der Basiszone (1). Dieser Spannungsabfall entsteht bei ein- 
setzendem StromfluB durch den lateralen Bipolartransistor 
(11, 1, 2). Der Kippvorgang vollzieht sich in gleicher Weise 
wie zu Fig. 3 beschrieben. 

40 Die Struktur in Fig. 5 kann prinzipiell auch bidirektional 
ausgefiihrt werden. In einfacher Weise wird dann das p-Ge- 
biet auf der Unterseite (3) und die Metallisierung (7) durch 
den vertikal gespiegelten Aufbau der Oberseite (Gebiete 2, 

4, 5, 11, 13, 14) ersetzt. 

45 Fig. 6 zeigt eine weitere Ausfuhrungsvariante von Fig. 3, 
die bidirektional sperrfahig und unidirektional leitfahig ist 
und eine deutlich verbesserte Ruckwartssperrfahigkeit auf- 
weist Sie besteht aus einer Basiszone (1), einem p-Gebiet 
(2) an der Oberseite und einem p-Gebiet (3) an der Unter- 

50 seite. Im oberen p-Gebiet (2) sind wiederum n-Gebiete (4) 
enthalten. Auf der Oberseite befindet sich eine Metallisie- 
rungsschicht (5), die eine elektrische Verbindung zwischen 
den n-Emitter-Gebieten (4) und den p-Basis-Gebieten (2) 
bewirkt, was zusammen die Kathode (6) bildet. 

55 Ebenfalls auf der Oberseite befindet sich ein zweites p- 
Gebiet (11), das mit der Basiszone (1) und dem ersten p-Ge- 
biet auf der Oberseite (2) einen lateralen Bipolartransistor 
bildet. Auf der Unterseite befindet sich eine weitere Metalli- 
sierungsschicht (7), die den AnodenanschluB (8) des Bau- 

60 elements darstellt 

Die Weiterentwicklung gegenuber Fig. 3 besteht in der 
Ausbildung eines wciteren p-Gcbiets (15) an der linken und 
rechten Seite der Struktur in der Weise, daB eine Verbindung 
zwischen dem zweiten p-Gebiet (11) an der Oberseite und 

65 dem p-Gebiet (3) auf der Unterseite hergestellt wird. Da- 
durch wird im Ruckwartssperrfall die Raumladungszone bis 
an die Oberseite gcdrangt und ein fruhzeitiger Durchbruch 
an den Flanken der Struktur (Trenn- oder Sagekante) verhin- 
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dert. 

Durch die Verbindung zwischen dem zweiten .p-Gebiet 
(11) an dcr Obcrscitc und dem p-Gcbict (3) auf dcr Untcr- 
seite wird das Anodenpotential direkt an das zweite p-Ge- 
biet (11) an der Oberseite und damit an den lateralen Bipo- 5 
lartransistor (11, 1, 2) angelegt. Der Kippvorgang vollzieht 
sich in gleicher Weise wie zu Fig. 3 beschrieben. 

Fig. 7 zcigt cine Weitcrcnlwicklung von Fig. 6, die in bei- 
dcn Richtungcn lcit- und spcrrfahig ist. Dieses Halblcitcr- 
bauelement besteht aus einer Basiszone (1), einem p-Gebiet io 
(2) an der Oberseite und einem p-Gebiet (3) an der Unter- 
seite. Im oberen p-Gebiet (2) sind wiederum n-Gebiete (4) 
enthalten. Auf der Oberseite befindet sich eine Metallisie- 
rungsschicht (5), die eine elektrische Verbindung zwischen 
den n-Emitter- Gebieten (4) und den p-Basis-Gebieten (2) 15 
bewirkt, die wiederum die Kathode (6) bildet. 

Ebenfalls auf der Oberseite befindet sich ein zweites p- 
Gebiet (11), das mit der Basiszone (1) und dem ersten p-Ge- 
biet (2) auf der Oberseite cincn lateralen Bipolartransistor 
bildet. An der linken und rechten Flanke der Struktur ist ein 20 
weiteres p-Gebiet (15) eingebracht, welches eine Verbin- 
dung zwischen dem zweiten p-Gebiet (11) an der Oberseite 
und dem p-Gebiet (3) auf der Unterseite herstellt. Zusatzlich 
sind n-Emitter-Gcbictc (16) im p-Gebiet (3) auf der Unter- 
seite ausgcbildet, die durch cine Metallisierungsschicht (7) 25 
elektrisch verbunden sind. Die Metallisierungsschicht (7) 
bildet den AnodenanschluB (8) des Bauelements. 

Der Kippvorgang in Vorwartsrichtung vollzieht sich bei 
Halbleiterbauelementen nach Fig. 7 in gleichartiger Weise, 
wie das bereits zu Fig. 3 und 6 beschrieben wurdc. Auch die 30 
bidirektionale Sperrfahigkeit ergibt sich in analoger Weise. 
Uberschreitet in Ruckwartssperrichtung die Spannung an 
der Anode die Punch-Through-Spannung des lateralen Bi- 
polartransistors (11, 1, 2), dann flieBt der dann einsetzende 
Strom ubcr das zweite p-Gebiet (11) an dcr Oberseite, das 35 
weitere p-Gebiet an der linken bzw. rechten Flanke (15) und 
das p-Gebiet (3) an der Unterseite ab. 

Erreicht der laterale Spannungsabfall unter den n-Emit- 
ter-Gebieten (16) auf der Unterseite Werte, die groBer sind 
als die FluBspannung des "Qbergangs von dem p-Gebiet (3) 40 
zu dem n-Emitter-Gcbiet (16), so steuert der npn-TVansistor 
(16, 3, 1) auf der Unterseite auf und bewirkt das Zunden der 
Vlerschichtstruktur (16, 3, 1, 2). 

Durch die erfinderische Losung wird es ermoglicht, fiir 
alle in Ausriistungen und Anlagen verwendeten Spannungen 45 
Halbleiterbauelemente zum t)berlastschutz herzustellen, die 
auf der Grundlage weitgehend einheitlicher Substrate und 
einer einheitlichen Ausgangstechnologie aufgebaut worden 
sind. 

50 
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bruchs- oder Nullkippspannung der vertikalen Vier- 
schichtstruktur ist und das Potential am zweiten Gebiet 
dcr zweiten Leitfahigkeit (11) an der Obcrscitc durch 
ein angelegtes Potential am Gebiet der zweiten Leitfa- 
higkeit (3) an der Unterseite bestimmt ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Gebiet der ersten Leitfahigkeit 
(13) mit einer hohcren Dotierung als die dcr Basiszone 
(1) an Bczirkcn der Obcrscitc ausgcbildet ist und mit 
dem zweiten Dotierung sgebiet der zweiten Leitfahig- 
keit an der Oberseite (11) direkt uber eine ieitende 
Schicht (14) elektrisch verbunden ist. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das zweite Dotierungsgebiet (11) der 
zweiten Leitfahigkeit an der Oberseite durch ein weite- 
res Gebiet (15) der zweiten Leitfahigkeit an den Flan- 
ken mit dem Gebiet (3) der zweiten Leitfahigkeit an der 
Unterseite verbunden ist. 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruchen 1 und 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB in das Gebiet (3) der zwei- 
ten Leitfahigkeit an der Unterseite mindestens ein Ge- 
biet (16) der ersten Leitfahigkeit eingebracht und mit 
der Anode (8) elektrisch verbunden ist. 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 2, 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine elektrische Verbin- 
dung (5) zwischen den Gebieten (4) des ersten Lei- 
tungstyps an der Oberseite mit dem Gebiet (2) des 
zweiten Leitungstyps an der Oberseite ausgebildet ist. 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB auf der Unterseite eine elektrische 
Verbindung (7) zwischen den Gebieten des ersten Lei- 
tungstyps (16) und dem Gebiet des zweiten Leitungs- 
typs (3) ausgebildet ist. 

7. Halbleiterbauelement nach vorgenannten Anspru- 
chen, dadurch gekennzeichnet, daB Feldringstrukturen 
(17) als Randabschlusse zwischen den p-Gebieten (2) 
und den p-Dotierungsgebieten (11) eingefiigt worden 
sind. 



Hierzu 4 Scilc(n) Zcichnungen 



1. Halbleiterbauelement mit einer vertikalen Vier- 
schichtstruktur, bestehend aus einer Basiszone (1) mit 
einer ersten Leitfahigkeit, einem Gebiet einer zweiten 55 
Leitfahigkeit (3) an der Unterseite, einem Gebiet einer 
zweiten Leitfahigkeit (2) an der Oberseite und minde- 
stens einem in diesem Gebiet der zweiten Leitfahigkeit 
(2) an der Oberseite liegenden Gebiet der ersten Leitfa- 
higkeit (4), dadurch gekennzeichnet, daB an der 60 
Oberseite ein zweites Gebiet der zweiten Leitfahigkeit 
(11) eingebracht wird, das mit dem ersten Gebiet dcr 
zweiten Leitfahigkeit (2) an der Oberseite und dem 
Substratmaterial (1) einen lateralen Bipolartransistor 
bildet, der laterale Abstand zwischen diesen beiden 65 
Gebieten der zweiten Leitfahigkeit (2, 11) so gewahlt 
ist, daB der Durchbruch des lateralen Bipolartransistors 
bei Spannungen stattfindet, die kleiner als die Durch- 
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Fig. 5 
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